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摘要(译)

本发明的目的是提供一种以很低的成本但高成品率地制造非常可靠的显
示设备的技术。根据本发明的显示设备包括：半导体层，包括具有一种
传导性类型的掺杂区；同具有一种传导性类型的掺杂区相接触的栅绝缘
层、栅极层和布线层，所述栅绝缘层、栅极层和布线层位于半导体层上
方；导电层，位于栅绝缘层的上方并同布线层相接触；第一电极层，同
导电层相接触；电致发光层，位于第一电极层上方；以及第二电极层，
其中布线层利用插入其间的导电层同第一电极层电气连接。
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